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　　　Abstraet：一　When　the　input　signal　grows　large，　the　transistor

amplifier　gets　some　distortion，　because　of　the　saturation　at　the　upper’

level　of　its　characteristics　and　the　cutoff　at　the　lower　level　of　it．　So，，

putting　the　bias　at　the　centre　point　between　the　both　levels　above　men－

tioned，　we　are　able　to　give　the　amplifier　less　distortion　than　before．

　　　On　this　principle，　this　paper　deals　with　the　method　of　determining

RL，　Re，　Ri　and　“RL，　which　are　appeared　in　Fig　1　and　Fig　2．　The　results

are　show・n　by　the　expression　（2．6），　（3．6）　（3．7），　（3．8），　（3．9）．

1．　ま　え　が　き

　　トランジスター増幅器では，温度の変化により

移動する。これをなるべく変動させぬため

　　i）Constant－emitter－current　biasing

　ii）　Constant－coHector－voltage　biasing

の2つのバイアス法とその混合が知られているが，

これの基本回路は図1で示され，下記のような
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　
順序で設計されるのが普一通である。

1．f利得特性を考慮しつつR，を仮定
2．　Qノ訊（Vce，為）　を，巽ぶ

3．　R．における電圧降下R涛を求める

4．Reを次式で求める。

聖￥当・一在≒Re
5…　＝　um2i’一　［lc　一一’　（β　＋　1）lco］より価f献

ム。および現，が変わるのでQ点が

そのうちi）が最も普遍化している。
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　値を求める。βは予想せられる最小値を用いる。寿命のうくる頃は最初の％位が普通

　である。

6・旗鑑よ1）　Raを求める・R・・eはVbeを翻したときのR・にかか縄ll／三で

　ある。ノ（んはR，にながれる電流を仮定したもので，これの大なるほどムの変化に

　対しベースの電位を鈍く変化させ安定係数Sは小となる。ふつうκ≧leとする。

四一籠畿よlp　R，を求める・

　分子は偽，を省略したときの瓦にかかる電圧，分母は瓦に流れる電流である。

8．以⊥の決定よりSを計算し，大き過ぎるときはKを大にしてRl，瓦4）計算を

　やり直す。

　しかし，筆者は以上とは異なった方法で，最適負荷抵抗等を決定しようとするもりであ

る。

2．　Re’　＝0の場合
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　図2において
　　E鶯ノ～ひ［（］一a）le－1：eo】十V7，e・・・・・・…　　（2．1）

　　Ecc＝：一’RL（ale十Ico）十171be十17icb　’’’’”　（2－2）

が成立する。ただし，aは電流銅壷定数をβと

したときa＝　・β／（β＋1）で表わされる定数，煽

はエミッター開放時のコレクターとベース間の

電流，V，bはコレクターとベース聞の電圧で図

2の場合Vo一　Vbeに等しい。

　（2。1）と（2．2）の両式より為を消去すると

　　　　　　E－R・トの熱二％誰二銀・一婦織一一・一・・…・（2・・3）

　図2においてEの変化に正する出力電圧Yoの変化を考える。

　Eをへらしていく場合，コレクター電流が減少するのとは逆に臨ましていき，Eが

Ybeより小に移る所で不連続がおこる。

　Eをましていく場合，コレクター電流が増大していくのとは逆に17，bは減少していき

ついには零になり飽和状態に達する。したがって　砺＝0にするEが不連続点となる。

　入力信号が小さい聞は問題外として，大きくなったときに最もひずみにくくするに砿，

上記2つの不連続点の擁・韮央にQ点をえらぶのがよい。このときのバイアスの値Eは両

不連続点におけるEの算術平均となる。その値を求めると

　　　　　　E一警［（lu）生二意識脆司臨……一一…・一（2．・4）

　これを（2．3）式に代入し変形すると

　　　　　　俸盈藷距一…・一……一一…・一一………………（2．・5）

　もし，入力信号がないときのコレクター電流がlcにて与えられていると
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　　　　　　Ecc一一一一RLIc　十　Vbe十　171eb

が成立するので（2．　5）式は

　　　　　　R，．一　一2q．E一一一一，／／一tt一．g一一／’e）一7u．r　・・・…一・・・・…‘・・・・…‘…‘・・…一・・・・・・・・…一・・…‘・・・・・・…　（2．　6）

となる・これは，図2によって増幅する際，信号の交流が相当大きくてもひずみにくい負

荷抵抗の値を示すものである。

　図1にて　ノ～，＝0の場合も，同様にして2．6式と全く同一の式が導かれる。計算の途中

までは瓦，瓦があるが最後には消えてしまうので，結局（2．6）式は図1および図2にお

いてR，＝＝0の場合に最もひずみにくい負荷抵抗を与える。

　なお，温度の変化に伴いVbeとlc。は変わるから，これに応じて鳥を変化させて常

に（2．6）式を満琶するようにできれば理想的である。しかし，通常は斑の値を圃定とす

るので，ある特定温度のときに限って適当な負荷となり一般には最善のものではない。

　（2．6）式で示されるRf．の値が温度によりどのように変わるかを計算して見る。データ

としてはE’，，　＝　gv，ゐ鶯1麗，β＝70，　Vbeは0。　Cにて0．15vで1。C上昇毎に2．　5’n　v’つ

つ減少し，砺は25。Cにて10μとし10。C上昇ごとに2倍になるとすると彦。Cのときは

　　　　　　斑肱曇論）漏一fご織i辮誓fセ顕

　　　　　　　1F　4．　5　（lymO．　3ss　E　／；4一？S）一i

となる。温度tが0，iO，20，30，40，50。Cという値に対し，＆の値はそれぞれ4・77

5．17，8．　05ラ9．25，一一2．　25，一4．組撫となりり30℃と40。Cの聞に符号の変わる点が

ある。この点以上の湿度では絶対に（2．6）式を満足しない。

3．8キ0なる場合

　図1の場合はReが加わる。同図においてベースとエミッター間の電圧を1／be，コレク

ターと瓦、の陽極との間の電圧をVoとすると
　　　　　　Eご。驚＝ノ～z（afeI一一Jco）十V，｝　　・…　一…　。・・・・・・・・・・・・…　。…　9・一・・…　。・・・…　？・…　。。・…　　（3．1）

　　　　　　厩壁畑谷互＋（1－a）・e一一一一…］轟＋瓦為一瑞一………・・（3・2）

が成立する。両者よりleを消去すると

　　　　　　　　　　　　　　　　現一隔奮（E一駒＋貼

　　　　　　属一Rxleo－aRf．×（1＋一」“IRe一一｝）R，＋（1－a）R，’曹”…’”．（3’　3）

これはVeとE間が直線関係であることを示す。

　　　　　　1／，b・　・Oのときは（3．Dより

　　　　　炉盈『藷誘塾

したがって，

　　　　　　呵隔一隔織伝αRみ馨畿一貼）
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　Ib　：（1一一a）1，一lc。＝0のときは（3．1）より

　　　　　　　喩一。一思鴇

　　以上の関係よりV。　一E直線を図示すると図3のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図　　　　3

　交流入力により　E＝0の左右に等しくゆらされるとして

　　　　　　嘘、．。周毎。判＿。×2

のとき最小の．ひずみとなる。これを式に表わし簡単にすると

　　　　　　懸器讐凧L恥讐＋2RLIco

　　　　　　　　　　－li筆寓抽一一（3・・4）

　次に，交流入力がないとき，すなわち　E＝0なるときのコレクター電流を　為と仮定

すると（3．2）式は

　　　　　　厩壁学㌔（1＿）早編］編学瓦峨

として表わせる。変形して

　　　　　　壕貼《1＋蓋）1・1be為一砺

　　　　　　　（1＋驚）凡両瓦一”’”’．…’…””’●”’●…（3’　5）

（3．5）を（3．4）に代入し変形すると

　　　　　　a（21c－ritglitiOa）Rr，＋　（21c一？一一：一ialc，）R，＝a（E，，一Vb，）　・・・・・・・・・・・・・・・…　（3．6）

が得られる。これにおいて凡＝0とすると（2．6）式と同じものが導き出される。当然のこ

とである。次に，凡十〇なるものとしてE，，，巧，、a，る。，るが与えられると，　Rr．とRe

問の関係を表わす。式が1つなのでR，．か凡の片方かそれらの比が与えられなければ他

方は出ない。仮にE，，＝＝grr，巧，＝0．1y，　a　・0．　98，　lc。＝10μ，4＝2麗とすると（3．6）式は

　　　　　　3・　50RL　十　3・　56Re＝：’：一　8・　85

となる。これをグラフにすると図4の如く直線となるが，RI：やReは共に正であるから

第1象限にはさまつた線分のみが実在する。
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2、4ヲx

　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　Io　　　　2ε6倉尺ム

　　　　　　　　　　　　　　　　図　　　4

瓦と匙の決め方は（3．5）式と安定係数8および増幅度が関係する。

　（3．5）式は変形すると

（E，，＿巧r左二動R，）・盛■三生凡）裁十訴＋C｝1）・c

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．・・．…　　（3．　7＞

　安定係数：は

　　　　　3一諜鮮τ

変形して

　　　　　素＋か一懸痴上一……・一一…・……一一・一（3・・8＞

　増幅度は（3．3）式を微分して

　　　　　傘翫＋霧滋

変形して
　　　　　ARe　z21ir　＋（ARe＋　aRL）　一RIT，’　＝ny（1　nya）A　”’・・・・・・・・・・・・・・・・…一・　・・・…一…一　（3．　g＞

以」・の（3・7）・（3・・8）・（3・・9）にて寿素を未知数と考えてIMせる・（3・7）と（3・・8）

を組・含わせた場合にR2を出す式を例示すると

　　　　　　蓋一ぬ岩研ぬ1為一（恥㈲窯温一…………③1・）

　増幅度のAを与えることは，Reのバスコンの関係があって周波数をも考えねばなら

ず条件が極めて複雑になるので現実性がうすい。
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